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多結晶シリコン中に導入される転位クラスタ

ーは成長方向に伝搬し，インゴット上部では広範

囲に広がる．本研究では多結晶シリコンの結晶成

長中に非常に低エネルギーで大量に導入される

Σ3 粒界の発達と転位クラスター発生の関係を調

べた．試料としてシード単結晶によって[001]方

向にキャスト成長した擬単結晶シリコンインゴ

ットを用いた． 

 

Fig.1 PL images at the same position in the growth 

plane. 

Fig. 1に成長方向に垂直な面内で同じ位置から

取得した PL像を示す．入射光の反射率の違いに

よって，(001)面が表出している双晶化前の結晶

粒は明るいコントラストを示す．Fig.1 (a)では青，

緑で示した Σ3粒界で双晶化したふたつの結晶粒

はすでに衝突しており，その界面である Σ9粒界

は PL像内でやや暗いコントラストを示している

が複雑な多結晶化は進行していない．Fig.1(b)で

は(a)の青，緑で示した Σ3粒界の衝突領域にさら

に赤で示した Σ3粒界が衝突したことによって複

雑に多結晶化したことが観察された．この領域は

さらにインゴット上部では転位クラスターが発

生している（図 1 (c)）． 

 

Fig.2 IPF mapping from the position of Fig. 1 (b) by 

EBSD. 

Fig.1 (b) で示した多結晶化領域においてさら

に EBSD法により結晶方位解析を行なった（Fig. 

2）．発生した多結晶領域はすべて Σ3 回転操作

（〈111〉軸について 180°回転）によって発生して

おり，ランダムな結晶粒は存在しない．回転演算

子を解析することで多結晶化の大部分は Fig. 1(a)

の青で示した Σ3粒界によって発生した結晶粒内

での双晶化によって進行していることがわかっ

た． 
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